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400 mWmTransistormVerstarker
3 Transistoren und wenige
zusätzliche Bauelemente,
die wohi in jedem Elektronik-
Labor zu finden sind,
reichen für diesen you-
wertigen NF- Verstârker aus.

Aligemeines

Niederfrequenzverstärkergibt es in viel-
fi1tigsten Ausfuhrungen. Durch die wach-
sende Integrationsdichte werden auch im
Audiobercich zunehmend LC-Verstärker
eingesetzt, (lie elnen Lei stungsbereich ab-
decken, der bei wenigen 100 m hecinnt
his hin zu Ober 100 W.

Imi Elektronik-Bereich wird haufig em
Heiner NF-Verstärker bendtigt. Doch wer
hat schon immer das passende IC gerade
zur Hand?

Tabelle I Technische Daten
Transistor-Verstärker

Leistung (bei 9 V Betriebsspannung
und 8Q lmpedanz) . ............... 400 mW
Klirrfaktor ..............................<0,4 %
Signalrauschabstand: .............. >75 dB
Leistungsbandbreite: 40 Hz - 600 kHz
Lautsprecherimpedanz................
Betriebsspannun,. ............. 8 V - 12 V

Die hier vorgestelite kleine Schaltung
hilft da weiter. Mit nur 3 handelstiblichen
Transistoren und wenigen Standard-Bau-
teilen kif3t sich ein kleiner NF-VersUirker
aufbauen, (lessen technische Daten in Ta-
belle I zusanimengcfal3t sind, und sich
angesichis des minimalen Schaltungsauf-
wandes durchaus sehen lassen kOnnen.

Schaltung

Das Eingangssignal im Bereich zwischen
200 mV und 2 V wird dern Verstärker an
den Platinenanschluf3punkten ST 3 und
ST 4 (Masse) zugefuhrt. Mit dem Trimmer
R I kann eine Pegelanpassung in weiten
Bereichen erlolgen. lJber C 2 und R 2
gelangt das Audio-Signal auf (lie Basis des
ersten Transistors T I. der eine hinreichen-
de VersOirk Lin g vornimmt. Die Einstel ILing
des Arbeitspunktes erlolgt mit dem Trim-
mer R 10. Eine Stahilisierung wird Ober
die Riickkopplung durch den Spannungs-
teiler R 3, R 4, R 10 erreichi.

Der Kollektor von T 1 steuert nun die zur
Stromverstarkung dienenden Endstufen-
Transistoren T 2 und T 3 an. Ihren Arbeits-
punkt erhalten these Transistoren Ober die

16	 ELV journal 2/93



Betriehsspannung hinaus
ansteigen uiid so Ober R 6
den Transistor T 2 durch-
steuern. Im Bereich der
negativen Ausgangshalh-
welle wird die Durchsteu-
erung von T 3, der als
Emitterfolger zu T 1 ar-
beitet. von T I direkt vor-
genommen.

Die Signalauskopplung
erfolgt Ober den Elko C 4.
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Ansicht der fertig
aufgebauten Platine

mit zugeharigem
Bestuckungsplan

Schaitbild des
400 mW-Transistor-
Verstärkers

Vorwiderstände R 5, R 6 in Verhindung
mit D I und D 2. R 9 client clabei zur
Reduzierung des Ruhestromes, während
R 7 und R 8 in den Emitterleitungen zur
Stabil isierung des Ruhestromes heitragen.

Damit eine moglichst hohe Aussteuer-
barkeit der Endstufentransistoren erreicht
wird, 1st der Kondensator C 3 eingefiigt.
Bel einer positiven Ausgangshalbwelle
kann der positive Punkt von C 3 ii ber die

Nachbau

Für den besonders einfachen Aufbau
steht ein kleines P!atinenlayout zur Verfü-
gung, das sich auch auf den ELV-Platinen-
vorlagen befinciet. NatUrlich können die
Bauelemente auch auf einer Lochraster-
platine aufgebaut werden, und se!bst eine
frele Verdrahtung ist moglich. Dahel ist

ST5

ST6

jedoch unhcdingt die LeiterbahnfUhrung
sorgfü!tigzu heachten. Die MasseanschlUs-
se vom Lautsprecher LS 1, vom Ko!lcktor
des T 3, dern Emitter des T 1, dem Fu13-
punkt von R 4 und ST 4 sind nioglichst
sternförmig zum Versorgungsspannungs-
ansch!u13 ST 2 zu fdhren. Gleiches gilt für
die Anschlusse, die zu ST I führen (R 5
und Kol!ektor von T 2).

Elne nicht optimierie Leitungsfuhrung
kann den Klirrfaktor erheblich ansteigen
lassen, wdhrcnd bei elner gUnstigen Lel-
tungsfUhrung sich selbsi bei dieser kielnen
Schaltung recht ordentliche Werte errei-
clien lassen.

\Venn wir das ELV-Platinenlayout zu-
gruncle legen, beginnen wirhei der Besthk-
kung zunächst mit den 8 Widerstünden,
gefolgi von den beiden Trimmern. den 4
Elkos (Polarität beachten) und den Lötstif-
ten. Die richtige Position ist aus dem Be-
sthckungsplan ersichtlich.

Den AbschILIB hildet das Einsetzen der
heiden Dioden und der 3 Transistoren T I
his T 3. Auch liler 1st auf die korrekte
Einhaulage to achten.

Nachdem al le Bautei Ic auf die Platine
gcsctzt, au! der Leilerhahnseite verlötet
und die Anschlul3drühte enisprechend ge-
kUrzt wurden, empfiehll sich turn Ahschlul3
nochmals elne sorgfältige Uberprdfung des
Aufbaus. Alsdann kann die Batterie ange-
schaltet werden.

Der Trimmer R 10 1st so einzustellen,
daB irn Ruhezustand ohne Eingangssigna!
die Spannung am Verbindungspunkt von
R 7, R 8 ungeLihraufderhalhen Betriebs-
spannung liegt. Der Ruhestroni betrBgt bci
einerVersorgungsspannung von 9 V unge-
Rihr 10 mA Sc hwankungen zwischen 5 mA
und 20 mA Sind clurchaus zuliissig.

Nach Anschliel3en des Lautsprechers
kann der Verstiirker semen Dienst auhieh-
men.	 1!YJ

Stückliste: Mini-
Transistor- Verstärker

Widerstände:
IQ ................................................ R7,R8
470	 ..................................... R5, R6, R9
10k .................................................. R2
15k .................................................. R4
56k .................................................. R3
PT 10 liegend. IOkQ ........................... RI
PT 10 Iicgend. 50k	 ......................... RIO

Kondensatoren:
22pF/16V .................................... C2. C3
2201IF/I6V .................................. Cl. C4

Haibleiter:
BC337 ................................................ T2
BC327 ................................................ T3
BC548C .............................................. Ti
!N4I48 ....................................... DI, D2

Sonstiges:
6 Loistifte 1,3mm
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